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О механизмах формирования пучка убегающих электронов в газонаполненном диоде с резко неоднородным электрическим полем.
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На основе специально разработанного PIC/MC-кода исследованы механизмы формирования пучков убегающих электронов на начальной стадии развития пробоя в газонаполненном диоде с резко неоднородным электрическим полем. Показана возможность существования двух механизмов формирования пучков убегающих электронов, которые реализуются при различной эмиссионной способности катода. 

При высокой эмиссионной способности пучок электронов образуется на расстоянии 200 – 300 m от катода с границы газоразрядной плазмы, образованной на стадии низковольтного предимпульса напряжения на диоде. При этом уменьшение эмиссионной способности катода приводит к уменьшению тока пучка убегающих электронов, что связано с уменьшением концентрации электронов и напряженности электрического поля в области ускорения вблизи плазменного катода.

При низкой эмиссионной способности катода пучок убегающих электронов формируется непосредственно у катода и состоит как из эмитированных с катода электронов, так и из электронов, образованных вблизи катода в результате ионизации газа. В таких условиях уменьшение эмиссионных свойств катода приводит к увеличению тока пучка убегающих электронов за счет увеличения напряжения, при котором формируется пучок.
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